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【緒言】 

	 IV族ナノワイヤ(NWs)やナノピラー (NPs) 構造は、高速トランジスタ設計や熱電変換材料のナ

ノ構造の応用へ期待されている。トップダウン加工技術を用いた NPs作製において、小さな直径

における高いアスペクト比を実現することは、マスク技術および高精度なエッチング技術が必要

となる。我々は直径 10 nm、長さ 100 nmの Si NPs構造を、バイオテンプレートおよび中性粒子ビ
ーム (NB) 極限加工技術を用いて実現した[1,2]。しかしながら、高アスペクト比 Si NPs構造のエ

ッチングメカニズムは詳細に解明されておらず、100 nmを超える NPs構造の作製は困難である。

そこで本研究では、高さ 100 nmを超える Si NPs構造を作製し、そのアスペクト比依存性につい

て議論することを目的とする。 

【実験】 

	 本研究の Si NP構造を以下の方法で作製した。Si層の厚さ 110 nm、SiO2 (BOX) 層の厚さ 140 nm
の SOI (Silicon on insulator) 基板を用意した。NB酸化 (NBO) により NBO膜を 3 nm成膜した。次

に、酸化鉄を内包したポリエチレングリコール (PEG) 装飾フェリチンをスピンコートにより配置

し、酸素雰囲気下 400℃で、外殻たんぱく質を除去した。その後、NF3/H2 ラジカル処理により NBO

膜を除去し、Cl2 NBを用いてエッチングを行った。NBエッチング条件は、上部電極に 100 V、下

部電極に 16 W、Cl2プラズマは 400 Wパルスプラズマ(Duty比 0.5)で、エッチング時間 50分で行

った。 
【結果】 

	 図 1に、作製した Si NP構造の断面 SEM像を示す。これよ

り、直径 12 nmの長さ 104 nmの Si NP構造が作製されている

ことが分かる。さらに、SEM画像よりサイドエッチングの影

響等もなく、非常に高いアスペクト比を保っていることが分

かる。したがって、100 nmを超える高アスペクト比 Si NPs構
造の作製に成功した。今後、エッチング時間やエッチングガ

スを変更することでエッチングレートや形状を分析し、発表

においてアスペクト比依存性に関して考察する。 
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Figure 1. Cross-sectional SEM 

images of 50 min NBE process. 
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